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【背景】 

	 光電子デバイスの微細化および高性能化とともに、透明導電膜の更なる微細加工が要求される。

ZnO (Znic oxide)は ITO透明導電膜の代替材料として注目を集めており、そのエッチング反応機構

の解明は、加工精度の向上に必要不可欠である。著者らは、過去に、水素イオンおよび He+イオン

照射による ZnO変質層の形成はエッチングの進行に大きく寄与することを明らかにした［1-3］。

今回の研究では、その変質層のエッチング特性について定量的に評価した。 

【実験】 

	 本実験では、質量分離イオンビーム装置を用いて、He+イオンのみを取り出し、入射イオンエネ

ルギーを制御し、ZnO薄膜に照射した。予め He+イオンを照射した表面に対し、さらに Ne+イオン

照射によるスパッタリングイールドを測定した。また、He+、Ne+イオン照射済の ZnO表面に対し

AFMによる微小表面粗さ測定、TEMによる表面構造観察および XRDによる結晶構造解析等を行

い、エッチング増幅効果のメカニズムについて調べた。 

【結果】 

	 右図は Ne+イオン照射による He+イオン未照射表面

および He+イオン照射表面におけるエッチングイー

ルドを示す。ZnOの He+イオン照射表面に対し、エッ

チングのイールドは増加し、さらに、He+イオンの入

射エネルギーの増加とともに、エッチングの増幅がみ

られた。XRD 等の表面分析により、結晶粒界形成に

よるエッチング増幅効果が確認された。したがって、

変質層の形成によるエッチング促進効果は、結晶粒の

微細化形成によるものであることと考えられる。	
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図 1.	 He+照射による ZnOエッチングの増幅 
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